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Beschreibung 

[0001] Integrierte Schaltkreise bekommen immer ho- 
here AnschtuGzahlen und werden dabei immer weiter 
miniaturislert. Die bei dieser zunehmenden Miniaturisie- 
rung erwarteten Schwierigkeiten mit Lotpaslenauftrag 
und Besluckung, sollen durch neue Gehauseformen be- 
hoben werden, wobei hier insbesondere Single- Few- 
Oder Mulli-Chip-Module im Ball Grid Array Package her- 
vorzuheben sind (DE-Z productronic 5. 1994, Seiten 54. 
55) Diese Module basieren auf einem durchkoniaktier- 
ten Substrat auf welchem die Chips beisplelsweise 
uber Kontaktierdrahte Oder mittels Flipchip-Montage 
koniaktiert sind An der Unterseite des Substrats befin- 
det sich das Ball Grid Array (BGA). das haufig auch als 
Solder Grid Array. Land Grid Array Oder Solder Bump 
Array, bezeichnel wird. Das Ball Grid Array umfaOt auf 
der Unterseite des Substrats flachig angeordnete Lot- 
hooker, die eine Oberflachenmontage auf den Leiter- 
platten Oder Baugruppen ermoglichen. Durch die flachi- 
ge Anordnung der Lothocker, konnen hohe 
AnschluGzahlen in einem groben Raster von beispiels- 
weise 1.27 mm realisiert werden 
[0002] Bei der sogenannten MID Technologie (MID = 
Moulded Interconnection Devices): werden anstelte 
konventioneller gedruckter Schaltungen SpriugieBteile 
mit integrierten Leiterzugen verwendet. Hochwertige 
Thermoplaste, die sich zum Spritzgief5en von dreidi- 
mensionalen Subslralen eignen, sind die Basis dieser 
Technologie Derartige Thermoplaste zeichnen sich ge- 
genuber herkommlichen Substratmaterialien fur ge- 
druckie Schaltungen durch bessere mechanische: ther- 
mische, chemische. elektrische und umwelttechnische 
Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung der 
MID Technologie. der sogenannten SIL-Technik (SIL = 
SpritzgieQteile mit jntegrierten Leiterzugen), erfolgt die 
Slrukturierung einer auf die SpritzgieGteile aufgebrach- 
ten Metallschichi unter Verzicht auf die sonst ubiiche 
Maskentechnik durch ein spezielles Laserstrukturie- 
rungsverfahren In die dreidimensionalen SpriizgiefJtei- 
le mil strukturierter Melallisierung sind dabei mehrere 
mechanische und elektrische Funktionen integrierbar. 
Die Gehausetragerfunktton Obemimml gleichzeitig Fuh- 
rungen und Schnappverbindungen, wahrend die Metal- 
lislerungsschichl neben der Verdrahlungs- und Verbin- 
dungsfunktion auch als eleklromagnetische Abschir- 
mung dient und fur eine gute Warmeabfuhr sorgt. Wei- 
tere Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensiona- 
len SpritzgieGteilen mit integrierten Leiterzugen, gehen 
beisplelsweise aus der DE-A-37 32 249 oder der EP-A- 
0 361 192hervor: 

[0003] Aus der WO-A-89/00346 ist ein Single-Chip- 
Modul bekannt, bei welchem das spritzgegossene. drei- 
dimensionale Substrat aus einem elektrisch isolieren- 
den Polymer auf der Unterseite des Substrats beim 
SpritzgieBen mitgeformle Hooker tragt. die ggf . auch fla- 
chig angeordnet sein konnen. Auf der Oberseite dieses 
Substrats ist ein IC-Chip angeordnet. dessen Anschlus- 



se uber feine Bonddrahte mit auf der Oberseite des Sub- 
strats ausgebikjeten Leiterbahnen verbunden sind. Die- 
se Leiterbahnen sind Ihrerseits uber Durchkontaktierun- 
gen mit zugeordneten. auf den Hockern gebildeten Au- 

5 3enanschlussen verbunden. 

[0004] Aus der US-A-3 483 308 ist ein Single-Chip- 
Modul bekannt, bei welchem ein aus Keramik Oder auch 
aus Kunststoff bestehendes Substrat auf seiner Unter- 
seite zwei entgegengesetzt peripher zueinander ange- 

10 ordnete Reihen von integral angeformten Hokkern tragt. 
Auf der Oberseite dieses Substrats ist ein IC-Chip an- 
geordnet, dessen Anschlusse uber feine Bonddrahte 
mit auf der Oberseite des Substrats ausgebildeten Lei- 
terbahnen verbunden sind. Diese Leiterbahnen sind ih- 

is rerseits uber Durchkontaktierungen Oder uber auf der 
Stimseite des Substrats verlaufende Querverbindun* 
gen mit zugeordneten. auf den Hockern gebildeten Au- 
f5enanschlussen verbunden. 

[0005] Aus der WO-A-89/10005 ist ein Chipgehause 
20 bekannt, dessen aus einem Kunststoff bestehender 
Tragerkorper auf seiner Unterseite mit vier randseltig 
angeordneten und integral angeformten Rippen verse- 
hen ist. Die eigentliche Verdrahtung besteht hier auf ei- 
ner flexibien Schaltung. die auf die Oberseite oder die 
25 Unterseite des Tragerkorpers aufgebracht und um die 
randseitigen Rippen gewunden wird, wobei im Scheitel- 
bereich der Rippen entsprechende Au3enanschiusse 
gebildet werden. Die flexible Verdrahtung tragi einen 
Oder mehrere IC-Chips. die dann je nach Ausfuhrungs- 
30 form auf der Oberseite oder der Unterseite des Trager- 
korpers angeordnet sind. 

[0006] Aus der US-A-5 081 520 ist ein Verfahren zum 
Befestigen von IG-Chips auf Substraten bekannt. bei 
welchem die Substrate als Spritzgief3teile mit integrier- 

35 ten Hockern fur die Befestigung der IC-Chips hergestellt 
werden. Nach dem Metallisieren der Hocker wird eine 
Verbindungsschicht aufgebracht. so dal3 die IC-Chips 
auf den Substraten befestigt werden konnen, wobei die 
Chip-AnschluGflachen mit den zugeordneten Metallisie- 

4^ rungen der Hocker elektrisch ieitend verbunden wer- 
den. 

[0007] Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung 
liegt das Problem zugrunde. eine neue Bauform fOr Sin- 
gle-, Few- Oder Multi-Chip-Module zu schaffen, welche 
^5 die Vorteile der MID Technologie aufweist und eine fla- 
chige Anordnung der AufJenanschlDsse, wie beim Ball 
Grid Array ermoglicht 

[0008] Die erfindungsgemaBe Bauform ist In Anleh- 
nung an das Ball Grid Array (BGA) Package als Polymer 

so Stud Grid Array (PSG A) Package bezeichnet. wobei der 
Begriff 'Polymer Stud" auf die beim SpritzgieBen des 
Substrats mitgeformten Polymerhocker hinweisen soil. 
Neben der einfachen und kostengunstigen Herstellung 
der Polymerhocker beim Spritzgie5en des Substrats. 

55 kann auch die Herstellung der Au3enanschI0sse auf 
den Polymerhockern mit minimalen Aufwand zusam- 
men mit der bei der MID Technologie bzw. der SIL-Tech- 
nik ubiichen Herstellung der Leiterzuge vorgenommen 
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werden Ourch die bei der SIL-Technik bevorzugte La- 
serfeinstrukturierung kbnnen die AuQenanschlusse auf 
den Polymerhbckern mit hohen AnschluBzahlen in ei- 
nem sehr feinen Raster realistert werden. Hervorzuhe- 
ben Isi ferner. dafJ die Temperaturausdehnung der Po- 
lymerhocker den Temperaturausdehnungen des Sub- 
sirals und der das Modul aufnehmenden Lelterplaite 
enlspricht. Sollien mechanische Spannungen aultreten, 
so ermoglichen die Polymerhdcker durch ihre elasti- 
schen Eigenschaflen zunriindest einen teilweisen Aus- 
gleich. Durch die Formslabilitat der auf den Polymer- 
hockern gebildeten Au3enanschlusse. kann auch die 
Stcherheit bei Reparatur und Austausch gegenuber den 
Ball Grid Arrays mil ihren durch Loihbcker gebildeten 
AufBenanschlussen erheblich gesteigert werden. 
[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen angegeben. 
[0010] Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 ermog- 
lichi eine versunkene Montage der Chips in Mulden der 
spritzgegossenen Substrate, wodurch eine extrem ge- 
ringe Dicke der resultierenden Single-. Few- oder Multi- 
Chip-Module realisieri werden kann Die versunkene 
Montage ermoglicht auRerdem einen optimalen Schutz 
der Chips, sowie eine einfache und hermetisch dichte 
Verkapselung. 

[0011] Die Weiterbildung nach Anspruch 3 ermoglicht 
erne Kontaktierung der Chips in der bewahrten Draht- 
bond-Technik Gema3 Anspruch 4 kann die Anbringung 
der Kontaktierdrahte durch die Anordnung der Innenan- 
schlOsse aul einer Stufe der Mulde erieichtert werden 
[0012] Gemaf3 Anspruch 5 kann fur die Kontaktierung 
der Chips auch die Flipchip-Technik mit Erfolg einge- 
setzt werden 

[0013] Bei der Flipchip-Kontaktierung konnen gemalB 
Anspruch 6 zur Direktverbindung der Chipanschlusse 
mit den zugeordneten Innenanschlussen die Chipan- 
schlusse als schmelzfahige Hocker ausgebildet sein. 
[0014] GemaG Anspruch 7 konnen bei der Flipchip- 
Kontaktierung aber auch die Innenanschlusse durch 
beim SpritzgiefJen des Substrats mitgeformte und mil 
einer lolbare Endoberflache versehene Polymerhdcker 
gebildet sein Hierdurch konnen elnerseits normale 
Chips ohne schmelzfahige Hocker verwendet werden. 
wahrend andererseits die Herstellung und Melallisie- 
rung der Polymerhdcker bei der MID Technologie prak- 
tisch ohne zusatzlichen Aufwand durchgefuhrt werden 
kann Die Polymerhocker haben zusalzlich den Vorteil, 
daO sie einen elastischen Ausgleich zwischen unter- 
schiedlichen Ausdehnungsverhalten von Substrat und 
Chip eriauben 

[0015] Ausluhrungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden na- 
her beschrieben 
[0016] Eszeigen 

Figur 1 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid 
Array mit einem in Drahtbond-Technik kon- 
taktierten Chip. 
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Figur 2 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid 
Array mit einem gemaO einer ersten Ausfuh- 
rungsform in Flipchip-Technik kontaktlerten 
Chip, 

Figur 3 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid 
Array mit einem gemaQ einer zweiten Aus- 
fOhrungsform in Flipchip-Technik kontaklier- 
ten Chip. 

Figur 4 einen Schnitt durch das Substrat des in Figur 
1 dargeslellten Polymer Stud Grid Arrays mit 
einer Draufsichi auf AuBenanschlusse. Lei- 
terzuge und InnenanschlOsse und 

Figur 5 einen vergrd3erten Ausschnitt der Figur 4 
mit AuBenanschlussen. LeiterzOgen und In- 
nenanschlussen. 



20 [0017] Figur 1 zeigt einen Schnitt durch einen Teil ei- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit einem in Drahtbond- 
Technik kontaktierten Chip Cl . Basis des dargeslellten 
Arrays ist ein Substrat S. das mit "Polymer Studs" bzw. 
Polymerhockern PS und einer Mulde Ml versehen ist. 
2S wobel die Mulde Ml eine mit ST bezeichnete Stufe auf- 
weist. Die Herstellung des Substrats S einschlie3lich 
Polymerhockern PS. Mulde Ml und Stufe ST, erfolgt 
durch SpritzgieBen. wobei als Substratmaterialien 
hochtemperaturbestandige Thermoplaste, wie Polye- 
ne therimid, Polyethersulfon Oder Liquid Cristalline Poly- 
mers geeignet sind. 

[001 8] Das in Figur 1 dargeslellie Substrat S wird ent- 
sprechend der MID Technologie ganzflachig metallisiert 
und dann einem Laserstruklurierungsverfahren unter- 

35 zogen. wobei als Ergebnis dieser Laserstrukturierung 
AufBenanschlusse AA auf den Polymerhockern PS. In- 
nenanschlusse IA1 auf der Stufe ST und sich dazwi- 
schen erstreckende Leiterzuge LZ verbleiben. Die Au- 
Oenanschlusse AA sind Im Kuppenbereich mil einer Lot- 

40 schicht LS versehen, wobei diese Lotschicht LS bei- 
spielsweise durch eine Zinn-Blei-Legierung gebildet ist. 
Anstelle der Lotschicht LS. kann auch beispielsweise ei- 
ne aus einer Schichtenfolge von Nickel und Gold beste- 
hende lolbare Endoberflache vorgesehen sein. Die auf 

^5 der Stufe ST angeordnelen Innenanschlusse 1A1 sind 
uber Kontaktierdrahte KD mit den Anschlussen CA1 des 
am Boden der Mulde M1 in Face up-Lage befestigten 
Chips C1 verbunden. 

[0019] Das in Figur 1 dargestellte Polymer Stud Grid 
50 Array wird mit den auf den Polymerhockern PS gebilde- 
ten Auf3enanschlussen AA nach unten auf einer nicht 
dargeslellten Leiterplatte oder Baugruppe konlakllert. 
Enlgegen der in Figur l dargeslellten Lage. handelt es 
sich also bei der Seite mit den Polymerhockern PS um 
55 die Unterseite des Substrats S. 

[0020] Figur 2 zeigt einen Schnitt durch einen Teil ei- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit einem gemaf) einer 
ersten Ausfuhrungsform in Flipchip-Technik kontaklier- 
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ten Chip C2 Im Unlerschied 2u Figur 1 liegen hier die 
mil IA2 bezeichneten InnenanschlOsse am Boden einer 
mit M2 bezeichneten Mulde. Der in Face down-Lage in 
der Mulde M2 angeordnele Chip C2 besitzt Chlpan- 
schlusse CA2 in Form schmelzfahiger Hooker, die auf 
den zugeordneten Innenanschlussen IA2aufliegen und 
mil diesen beim Loten verbunden werden. 
[0021] Figur 3 zeigl einen Schnitt durch einen Teil ei- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mil einem gemaQ einer 
zweiien Ausfuhrungsform in Flipchip-Technik kontak- 
tierten Chip C3. Im Unterschied zu den Figuren 1 und 2 
sind die hier mit IAS bezeichneten InnenanschlOsse 
durch zusatzlich beim SpritzglefJen des Subslrats S im 
Bodenbereich der Mulde M3 mitgeformte und mit einer 
lotbaren Endoberflache versehene Polymerhocker PH 
gebildel. Die Polymerhocker PH fur die InnenanschlOs- 
se [A3 weisen etwa ein Driltel des Volumens der Poly- 
merhocker PS fur die Auf5enanschlOsse AA auf. Der in 
Face down-Lage in der Mulde M3 angeordnele Chip C3, 
liegt mit seinen ChipanschlOssen CA3 auf den zugeord- 
neten Innenanschlussen I A3 der Polymerhocker PH auf 
und wird mit diesen durch Loten verbunden. Das hier 
nicht dargestellte Lot kann beispielsweise in Form einer 
im Kuppenbereich auf die InnenanschlOsse IA3 aufge- 
brachten Lotschichi bereilgestellt werden, in gleicher 
Weise. wie bei den AuBenanschlussen AA. 
[0022] Die Figuren 4 und 5 zeigen Einzelheiten des 
in Figur 1 dargestellten Polymer Stud Grid Arrays, wobei 
das Substrat S hier jedoch vor der Befestigung des 
Chips C1 in der Mulde Ml dargestellt wurde. Es ist zu 
erkennen. da3 die auf den Polymerhockern PS gebilde- 
ten AufBenanschlOsse AA reihenweise in einem feinen 
Raster angeordnet werden konnen. Die bei der MID 
Technologie ubiiche Laserfeinslrukturierung ermoglicht 
auch eine eng nebeneinanderliegende Anordnung der 
Leiterzuge L2 und der auf der Slufe ST liegenden In- 
nenanschlOsse lAi. 

[0023] Die vorstehend anhand der Figuren 1 bis 5 er- 
lautenen Ausfuhrungsbeispiele zeigen das Prinzip ei- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit auf Polymerhockern 
gebildeten Auf3enanschlOssen. Abweichend von der in 
der Zeichnung dargestellten Form konnen die Polymer- 
hocker auch andere Formen, wie z.B eine Kegel- 
slumpfform aufweisen. Obwohl jeweils nur ein Chip dar- 
gestellt wurde, kann die neue Bauform bei Single-. Few- 
oder Multi-Chip-Modulen angewandt werden. Die Chips 
konnen auch beispielsweise durch AusgieGen der Mul- 
den Oder durch die Anbringung von Deckein verkapselt 
werden. Auf der Oberseite und den seitlichen Flachen 
des sprltzgegossenen Subslrats kann auch eine Metal- 
lisierungsschichl als elektromagnetische Abschirmung 
Oder fur eine gute Warmeabfuhr verbleiben. Es ist je- 
doch auch moglich. das Substral mit Durchkonlaklie- 
rungen zu versehen, und auf der Oberseite eine zweile 
Verdrahtungslage anzuordnen. Auf dieser zweite Ver- 
drahtungslage konnen nach dem Aufbringen entspre- 
chender Dielekirikumsschichten auch weitere Leiter- 
ebenen nach Art einer Mehrlagenverdrahlung gebildel 
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werden Bei einem mit Ourchkontaktierungen versehe- 
nen Substrat, konnen die Polymerhocker und der Chip 
Oder die Chips durchaus auch auf verschiedenen Seiten 
des Substrate angeordnet sein. Eine derartige Anord- 
nung von Polymerhockern und Chips auf gegenuberlie- 
genden Seiten des Subslrats ist insbesondere bei gro- 
f3en Chips, die eine Vielzahl von zugeordneten Auf)en- 
anschlussen benotigen, interessant. 



Patentanspruche 

1. Polymer Stud Grid Array Package mit 

einem spritzgegossenen, dreidimensionalen 
Substrat (S) aus einem elektrisch isolierenden 
Polymer. 

auf der Unterseite des Subslrats (S) beim 
SprilzgieOen milgeformlen Polymerhockern 
(PS). 

auf den Polymerhockern (PS) durch eine lotba- 
re Endoberflache gebildeten AufBenanschlOs- 
sen (AA), 

zumindest auf der Unterseite des Subslrats (S) 
ausgebildeten LeiterzOgen (LZ). welche die Au- 
3enanschlusse (AA) mit InnenanschlOssen 
(IA1;IA2;IA3) verbinden, und mit 
mindestens einem auf dem Substrat (S) ange- 
ordnelen Chip (Cl ;C2;C3). dessen Anschlusse 
(CA1;CA2;CA3) mil den Innenanschlussen 
(IA1;IA2;IA3) elektrisch feitend verbunden 
sind, wobei 

die Polymerhocker (PS) die auf der Unterseite 
des Subslrats (5) flachig im Grid Array ange- 
ordnelen Polymer Studs bilden 

2. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzelchnet, 

daf3 der Chip (Cl;C2;C3) in einer Mulde (M1;M2; 
MS) des Subslrats (S) angeordnet ist. 

3. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzelchnet, 

daO der Chip (CI) in Face up-Lage in der Mulde 
(Ml ) angeordnet ist, und daG die Anschlusse (CAl ) 
des Chips (CI) uber Konlaklierdrahle (KD) mit den 
zugeordneten Innenanschlussen (1A1) elektrisch 
leitend verbunden sind. 



so 4. Polymer Stud G rid Array Package nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzelchnet, 

daf^ die InnenanschlOsse (IA1) auf einer Slufe (ST) 
der Mulde (Ml) angeordnet sind. 

ss 5. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzelchnet, 
daf) der Chip (C2;C3) in Face down-Lage In der 
Mulde (M2;M3) angeordnet Ist. und da3 die An- 
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schlusse (CA2:C A3) des Chips (C2;C3) mittels Flip- 
chip-Konlaktierung mit den am Boden der Mulde 
(M2;M3) angeordnelen Innenanschlussen (IA2: 
IA3) eleklrisch leitend verbunden sind. 

6. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 5. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Anschlusse (CA2) des Chips (C2) als 
schmelzfahige Hocker ausgebildei sind. 

7. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 5. 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ die Innenanschlusse (IA3) durch zusatzliche 
beim Sprilzgie3en des Substrats (S) mitgeformle 
und mit etner Idtbaren Endoberflache versehene 
Polymerhocker (PH) gebildet sind. 



Claims 

1. Polymer stud grid array package having 

an injection-moulded, three-dimensional sub- 
strate (S) composed of an electrically insulating 
polymer, 

- polymer studs (PS) which are also formed dur- 
ing the injection -moulding process on the un- 
derneath of the substrate (S). 

external connections (AA) which are formed on 
the polymer studs (PS) by means of an end sur- 
face which can be soldered, 
conductor runs (LZ) which are formed at least 
on the underneath of the substrate (S) and con- 
nect the external connections (AA) to internal 
connections (lAI; (A2; I A3) and having 
• at least one chip (Cl ; C2. 03) which is arranged 
on the substrate (S) and whose connections 
(CA1; CA2; CA3) are electrically conductively 
connected to the internal connections (I Al ; I A2; 
I A3), in which case 

- the polymer studs (PS) "are planarly arranged 
in the grid array on the underneath of the sub- 
strate (S). 

2. Polymer slud grid array package according to Claim 

1. characterized in that the chip (Cl: C2. C3) is ar- 
ranged in a trough (M 1 . M2; M3) in the substrate (S). 

3. Polymer slud grid array package according to Claim 

2. characterized in that the chip (Cl ) is arranged in 
the face-up position in the trough (Ml), and in that 
the connections (CAT) of the chip (Cl) are electri- 
cally conductively connected via contact-making 
wires (KD) to the associated internal connections 
(IA1). 

4. Polymer slud grid array package according to Claim 

3. characterized in that the internal connections 



(I Al ) are arranged on a step (ST) in the trough (Mi ). 

5. Polymer stud grid array package according to Claim 
2, characterized in that the chip (C2; C3) is arranged 

5 in the face-down position in the trough (M2; M3), 

and in that the connections (CA2; CA3) of the chip 
(C2: C3) are electrically conductively connected by 
means of flipchip contact-making to the internal 
connections (IA2; IA3) which are arranged on the 

10 bottom of the trough {M2\ M3). 

6. Polymer stud grid array package according to Claim 
5. characterized in that the connections (CA2) of the 
chip (C2) are designed in the form of studs which 

'5 can melt. 

7. Polymer stud grid array package according to Claim 
5, characterized in that the internal connections 
(IA3) are formed by additional polymer studs (PH) 

20 which are also formed during the injection -moulding 
of the substrate (S) and are provided with an end 
surface which can be soldered. 



2S Revendications 

1. Boitier PSGA (Polymer Stud Grid Array), compre- 
nant 

- un substrat (S) tridimensionnel moule par injec- 
tion, constitu6 d'un polymfere 6lectriquement 
isolant. 

sur le dessous du substrat (S), des bosses (PS) 
en polymere conjoinlement formees lors du 

•35 moulage par injection. 

des bornes (AA) exterieures, formees sur les 
bosses (PS) en polymere par une surface ter- 
minate pouvant §tre brasSe, 
des traces (LZ) conducteurs formes au moins 

''O sur le dessous du substrat (S). qui relient (es 

bomes (AA) extdrieures d des bornes (IA1 ; 
IA2 ; IA3) int6rieures. et comprenant 
au moins une puce (Cl ; C2 ; C3) dispos^e sur 
le substrat (S), puce dont les connexions (CA1 : 

^5 CA2 ; CA3) sont relives en conduction 6lectri- 

que aux bornes (IA1 ; tA2 ; IA3) interieures. 
les bosses (PS) en polymere formani les pro- 
jections en polym6re (Polymer Studs) dispo- 
s6es en nappe dans le rdseau de trame (Grid 

50 Array). 

2. Boitier PSGA suivant fa revendication 1 . caracteri- 
se en ce que la puce (Cl) est disposSe dans une 
cuvette (Ml ; M2 ; M3) du substrat (S). 

55 

3, BoUier PSGA suivant la revendication 2, caracterl- 
se en ce que la puce (Cl) est dispos6e en position 
face en haut (face up) dans (a cuvette (M1), et en 
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ce que les bornes (C Al ) de la puce (C 1 ) sonl relives 
en conduction electrique au moyen de fils (KD) de 
contact mdtalliquesaux bornes (IA1) intSrieures as- 
sociees- 

5 

4. BoUier PSGA suivant ia revendication 3. caracteri- 
se en ce que les bornes (IA1) interieures sont dis- 
poshes sur un gradin (ST) de la cuvette (Ml ). 

5. Boitler PSGA suivant la revendication 2, caracteri- io 
se en ce que la puce (C2 ; C3) est disposee en po- 
sition face en bas (face down) dans la cuvette (M2 ; 
MS), et en ce que les bornes (CA2 : CAS) de la puce 
(C2 : C3) sont relives en conduction electrique au 
moyen d'une mise en conlacl par plots (flip chip) '5 
aux bornes (IA2 : IA3) Interieures, disposees sur le 
fond de la cuvette (M2 ; MS). 

6. Bottler PSGA suivant la revendication 5. caracteri- 

se en ce que les bornes (CA2) de ia puce (C2) sont 20 
rdalis^es sous fornne de bosses fusibles. 

7. BoTtier PSGA suivant fa revendication 5. caracteri- 
se en ce que les bornes (IA3) interieures sont for- 
mdes par des bosses (PH) en polymere supple- 25 
mentaireS: conjointement form^es lors du moulage 
par injection du substrat (S) et pourvues d'une sur- 
face terminale pouvant dtre bras^e. 

30 
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